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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA Primer Curso

INGENIERIA TECN'ICA INDUSTRIAL
Especialidad ELECTRONICA INDUSTRIAL

Prog. de la asignatura

TECNOLOGIA ELECTRONICA

CURSO 2002-2003

Departamento de Tecnologia Electrénica

a) PROFESORADO
TEORIA: Alberto MENENDEZ
PROBLEMAS: Miguel Angel LEAL

LABORATORIO:  Félix BISCARRI Miguel Angel LEAL
Antonio LOPEZ Alberto MENENDEZ
Alberto J. MOLINA Antonio SALCEDO

b) RESENA METODOLOGICA

La asignatura consta de 3 horas teodricas y 1 hora de laboratorio a la semana, que se
distribuiran en sesiones de dos horas en semanas alternas.

En las clases tedricas se presentan los principios de funcionamiento de los principales
dispositivos y componentes electronicos, con una exposicion que, partiendo de las
tecnologias de fabricacion, muestra al alumno los condicionantes de seleccion y de
utilizacién de componentes desde un punto de vista de ingenieria de aplicaciones.

En las clases de problemas se desarrollan ejercicios de casos practicos, basados en boletines
previamente distribuidos a los alumnos, sobre los conceptos anteriormente expuestos y
utilizando "hojas de caracteristicas” de dispositivos y componentes reales existentes en el
mercado.

Como complemento a las clases de aula, en las clases de laboratorio se realizan trabajos
practicos sobre manejo de instrumental electrénico y sobre verificacién de funcionamiento de
diversos componentes. Las préacticas se realizan en los laboratorios del Departamento de
Tecnologia Electronica mediante sesiones de 2 horas de duracion y con la asistencia de un
tutor.
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¢) PRACTICAS DE LABORATORIO

La realizacion de las practicas sera obligatoria para aprobar la asignatura. Cada practica,
definida mediante un boletin suministrado con antelacidn, esta constituida de dos partes:

a) Estudio teorico previo.
b) Montaje en laboratorio y resultados experimentales.

Las précticas se llevaran a cabo en grupos cuya composicion se haré pablica en el tablon de
anuncios del Dpto. y se desarrollaran, en sesiones de 2 horas de duracion, de acuerdo a las
siguientes normas:

1.- Cada alumno se ubicara en un grupo de précticas fijo e invariable a lo largo del curso.
No obstante, cada alumno debera presentar individualmente el correspondiente estudio
teorico y resultados experimentales para cada practica.

2.- Para poder realizar las practicas, sera necesario presentar los resultados teoricos
correspondientes a cada una de ellas al entrar en el laboratorio. Al finalizar la sesion se
entregaran los resultados experimentales.

3. La no realizacion de alguna préactica supondré el NO APTO en laboratorio y llevara
aparejado la obligatoriedad de realizar un examen de précticas.

4.- Antes del examen del 2° parcial se dedicard una sesion de laboratorio para que cada
alumno, que lo necesite, pueda recuperar 1 (y s6lo 1) practica.

d) EVALUACION Y CALIFICACION

A lo largo del curso se efectuardn dos examenes parciales, en los que se exigira el desarrollo
de cuestiones de tipo tedrico y la resolucion de problemas ajustados al programa de la
asignatura. En cada examen se especificara el valor de las preguntas y problemas. La
calificacion del examen, comprendida entre 0 y 10, se obtendra sumando las de cada parte.

Aprobaran la asignatura aquellos alumnos que hayan superado los exdmenes parciales con
una nota de al menos 4 puntos pero cuya nota promedio de examenes parciales sea al menos
de 5 puntos y ademas hayan superado (APTO), asimismo, las practicas de laboratorio. La
nota global de la asignatura sera:

Nota final = Nota promedio exdmenes

La nota de practicas de laboratorio, individual para cada alumno, sera de APTO o NO APTO,
aunque, para casos excepcionales, se podra establecer algin tipo de puntuacion que podria
afiadirse a la nota final de curso, siempre que la nota promedio de examenes parciales sea de
al menos 5 puntos. Los alumnos con calificacién de NO APTO deberan superar un examen
de practicas.

Para que el examen de préacticas de laboratorio sea convocado, este debera ser solicitado
previamente por los alumnos interesados antes del correspondiente examen final de teoria.
El aprobado de esta prueba (APTO) se mantendra para las restantes convocatorias oficiales
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del curso, pero no para cursos posteriores.

Los alumnos que no aprueben por curso podrén presentarse al examen final de Junio para
recuperar el laboratorio y/o el(los) parcial(es) cuyas notas de curso hubieran sido inferiores a
5 puntos. Con las nuevas puntuaciones obtenidas, la nota final se calculara con las mismas
condiciones arriba indicadas.

Cualquier otra convocatoria se realizard sobre la asignatura completa y para aprobar se

requerira obtener una calificacion de al menos 5 puntos y ademas haber superado las
practicas de laboratorio.

e) PROGRAMA

COMPONENTES PASIVOS
1. Resistencias lineales

Simbologia. Tipos de resistencias. Caracteristicas: valores nominales, tolerancias, valores
maximos, coeficiente de temperatura, coeficiente de tension, estabilidad. Ruido en
resistores. Comportamiento en frecuencia. Tecnologias constructivas y valores tipicos.
Normalizacion, codigo de colores.

2. Disipacién térmica de componentes

Equilibrio térmico: resistencia térmica. Curva de disipacion y temperatura maxima.
Sobrecalentamiento en régimen transitorio. Calculo de disipadores.

3. Potenciometros

Descripcion y aplicaciones. Simbologia. Tipos de potenciometros: quimicos, de hilo y para
aplicaciones especiales. Caracteristicas: leyes de variacion, linealidad. Tecnologias de
fabricacion y valores tipicos.

4. Resistencias no lineales

Resistencias NTC: caracteristicas, simbologia, valores tipicos y aplicaciones. Resistencias
PTC: caracteristicas, simbologia, valores tipicos y aplicaciones. Resistencias VDR:
caracteristicas, simbologia, valores tipicos y aplicaciones.

5. Condensadores

Concepto de capacidad y elementos de calculo: constantes dieléctricas, energia almacenada,
resistencias equivalentes en serie y en paralelo, factores de potencia, calidad y pérdidas.

Materiales, tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas. Simbologia. Normalizacion y
marcado.
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6. Bobinas
Concepto de inductancia y elementos de calculo: autoinduccién, energia almacenada,
densidad de flujo, permeabilidad, intensidad de campo, fuerza magnetomotriz y pérdidas.
Materiales, tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas. Simbologia. Normalizacion y
marcado.
MATERIALES SEMICONDUCTORES
7. Semiconductores
Materiales semiconductores intrinsecos y extrinsecos P y N. Niveles de Fermi. Distintos tipos
de portadores. Difusion en estado sdlido. Unién semiconductora.
DIODOS SEMICONDUCTORES
8. Diodos semiconductores
El diodo ideal. Simbologia. Aplicaciones. Caracteristica tension-intensidad. Recta de carga.
Resistencia directa e inversa. Variaciones con la temperatura. Tension de ruptura. Efectos
capacitivos y tiempos de respuesta. Tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas.
9. Diodos Zéner
Efecto Zéner y efecto avalancha. Simbologia. Modelo equivalente. Aplicaciones basicas.
Tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas. Normalizacion. Cddigos de designacién.
EL TRANSISTOR BIPOLAR DE UNION
10. Caracteristicas de los transistores bipolares (BJT)
El transistor de unién: efecto transistor. Curvas caracteristicas estaticas. Regiones de
funcionamiento. Configuraciones basicas y modelos aproximados en corriente continua.
Limites de funcionamiento.
11. Amplificacion de sefiales con transistores bipolares (BJT)
Andlisis gréfico: recta de carga y punto de funcionamiento. Ganancia. Distorsion.
Acoplamiento capacitivo. Estabilidad de la polarizacion.

12. Modelos de funcionamiento de los transistores bipolares (BJT)

Modelo hibrido en baja frecuencia: parametros h. Modelo hibrido &: respuesta en frecuencia.
El transistor en conmutacion: Ton, Torr Y pérdidas en conmutacion.
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13. Tecnologias constructivas de los transistores bipolares (BJT)
Fabricacion de transistores bipolares: principales técnicas de dopado y encapsulado.
Caracteristicas tipicas. Simbologia. Cédigos de designacion.

TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO
14. Transistores JFET
Canal de conduccion. Caracteristica TENSION-INTENSIDAD. Polarizacion y zonas de
trabajo. Modelo de pequefia sefial. Tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas.
Simbologia.
15. Transistores MOS-FET
FET de puerta aislada (IGFET o MOSFET). MOSFET de enriquecimiento y de
empobrecimiento: caracteristica TENSION-CORRIENTE. Polarizacion y zonas de trabajo.
Modelo de pequefia sefial. Tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas. Simbologia.
Anélisis comparativo.

TECNOLOGIA DEL CIRCUITO INTEGRADO
16. El circuito integrado
Microelectrdnica: Cl monoliticos y ClI hibridos. Consideraciones de disefio, seguridad y
coste: niveles de integracion. Encapsulado y codigos de designacion,

DISENO Y FABRICACION DE CIRCUITOS
17. Conexionado y Circuitos Impresos
Introduccién a la ingenieria electrénica. Tecnologia de circuitos impresos: tipos de placas,
materiales y elementos de calculo. Disefio asistido por ordenador. Conectores, cables y
pequefio material electrénico.
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DISIPACION TERMICA DE COMPONENTES ELECTRONICOS
A. Menéndez. Ed. Libreria-Papeleria Panella.
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